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【背景・目的】ダイヤモンド中窒素空孔中心（NV センター）は、室温大気圧下で動作する高感

度・高空間分解能磁場センサーとして期待されている[1]。NVセンターを用いた磁場測定では、集

光効率を高める導波路構造や、広範な測定対象に適用可能なダイヤモンドプローブを利用するた

めに、ダイヤモンドピラーの作製が求められている。しかし集合体 NV センターを含むピラー構

造を作製した例は少なく、特に配向制御された NV センター集合体を含むピラー構造を作製した

例はない。そこで本研究では、プローブ作製に必要な薄型加工が行いやすい(001)基板を用いて、

配向制御された NVセンターを含むピラー構造の作製に成功したため報告する。 

【方法】高純度(001)ダイヤモンド基板を RIE で加工し、µmオーダーのホールを有する 2 次元ア

レイ構造を作製した。この基板に[12C]=99.999%に同位体制御された CH4ガスを N/C=1%の割合で

流すことで選択 CVD 成長を行い、(001)基板に施したホール内に優先配向された NV センターを

生成した[2]。その後、優先配向された NV中心の存在する領域を位置選択的に電子線描画・RIE加

工をし、優先配向された NV センターを含むピラー（直径 200~1200 nm）を作製した。作製した

ピラー構造に対して、電子線顕微鏡、自作の共焦点顕微鏡を用いて、形状評価および NV センタ

ーの特性評価を行なった。 

【結果】Figure 1に作製したサンプルの電子線顕微鏡像と共焦点顕微鏡像を示す。電子線顕微鏡像

で観察されたピラー部分から強い発光があることから、ピラー内部に NV センターが含まれてい

ることがわかった。同一基板上に存在するピラー加工部分と未加工部分に存在する NV センター

の特性を比較した結果を Table 1に示す。これにより、ピラー内部に優先配向（配向率約 70 %）

された NV センターが含まれていることがわかる。またピラー構造によって集光効率、コヒーレ

ンス時間が向上し、配向率は劣化していないことがわかった。これらの要因により、直流磁場感

度、交流磁場感度共にピラー未加工部分に比べて向上した。以上より、本研究で用いた作製手法

は、優先配向された NVセンター集合体を含むピラー構造作製に有効であることが示された。 

本研究の一部は、科研費(18H01502，15H05868)、Q-LEAP、慶大スピントロニクス研究開発セン

ターの支援を受けて行なわれた。サンプルは，NIMS 微細加工プラットフォームの支援の下作製

された。 
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Fig. 1 image of pillar structure, (a)SEM (b)PL 

mapping 

Table 1 Properties of NV centers 
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